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(54) Ｄ/Ａ 변환 회로, 유기 ＥＬ 구동 회로 및 유기 ＥＬ디스플레이 장치

(57) 요약

커런트 미러형 D/A 변환 회로는 각각 MOS 트랜지스터를 포함하는 트랜지스터 셀들로 구성되고, 그 MOS 트랜지스터의

게이트 영역은 평면상으로 볼 때 구부러진 스트라이프 구성을 가지거나 그 채널에서의 전류 흐름 방향이 평면상으로 볼 때

구부러진 스트라이프이다.
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대표도

도 2a

특허청구의 범위

청구항 1.

커런트 미러 회로를 구비한 D/A 변환 회로에 있어서,

상기 커런트 미러 회로는 복수의 트랜지스터 셀을 포함하고,

상기 트랜지스터 셀 각각은 MOS 트랜지스터를 포함하며,

상기 MOS 트랜지스터의 게이트 영역은 평면상으로 볼 때 구부러진 스트라이프 구성을 가지거나, 혹은 상기 게이트 영역

에 있어서의 채널에서의 전류 흐름 방향이 평면상으로 볼 때 구부러진 스트라이프인 것을 특징으로 하는 D/A 변환 회로.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터 셀은 상기 MOS 트랜지스터와 스위치 회로로 동작 가능한 트랜지스터의 직렬 회로를 구비하는 것을 특징

으로 하는 D/A 변환 회로.

청구항 3.

제 2 항에 있어서,

상기 MOS 트랜지스터는 사형(Serpentine) MOS 트랜지스터이고, 상기 스위치 회로로 동작 가능한 트랜지스터는 MOS 트

랜지스터이며, 상기 사형 MOS 트랜지스터와 상기 MOS 트랜지스터는 평면상으로 볼 때 사각형 영역 내에 형성되어 있는

것을 특징으로 하는 D/A 변환 회로.

청구항 4.

제 3 항에 있어서,

상기 트랜지스터 셀은 상기 커런트 미러 회로의 입력측 트랜지스터 셀 및 상기 커런트 미러 회로의 복수의 출력측 트랜지

스터 셀로서 할당되며,

상기 복수의 출력측 트랜지스터 셀의 스위치 회로로 동작 가능한 상기 트랜지스터는, 디스플레이 데이터의 D/A 변환에 의

해 얻어진 아날로그 전류를 상기 출력측 트랜지스터의 총 출력으로서 생성하기 위해, 그 게이트에 공급된 상기 디스플레이

데이터의 1 비트에 응답하여 온/오프되는 것을 특징으로 하는 D/A 변환 회로.

청구항 5.

제 4 항에 있어서,
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상기 아날로그 전류는 유기 EL 디스플레이 패널의 단자핀에 공급되는 출력 전류이거나 상기 출력 전류가 생성되는 기초

전류인 것을 특징으로 하는 D/A 변환 회로.

청구항 6.

제 5 항에 있어서,

상기 트랜지스터 셀은 사각형 트랜지스터 배열 블록의 매트릭스에 배치된 트랜지스터 셀로부터 선택되는 것을 특징으로

하는 D/A 변환 회로.

청구항 7.

커런트 미러 회로를 포함하는 D/A 변환 회로를 구비한 유기 EL 구동 회로에 있어서,

상기 커런트 미러 회로는 복수의 트랜지스터 셀을 포함하고,

상기 트랜지스터 셀 각각은 MOS 트랜지스터를 포함하며,

상기 MOS 트랜지스터의 게이트 영역은 평면상으로 볼 때 구부러진 스트라이프 구성을 가지거나, 혹은 상기 게이트 영역

에 있어서의 채널에서의 전류 흐름 방향이 평면상으로 볼 때 구부러진 스트라이프인 것을 특징으로 하는 유기 EL 구동 회

로.

청구항 8.

제 7 항에 있어서,

상기 트랜지스터 셀은 상기 MOS 트랜지스터와 스위치 회로로 동작 가능한 트랜지스터의 직렬 회로를 구비하는 것을 특징

으로 하는 유기 EL 구동 회로.

청구항 9.

제 8 항에 있어서,

상기 MOS 트랜지스터는 사형 MOS 트랜지스터이고, 상기 스위치 회로로 동작 가능한 트랜지스터는 MOS 트랜지스터이

며, 상기 사형 MOS 트랜지스터와 상기 MOS 트랜지스터는 평면상으로 볼 때 사각형 영역 내에 형성되어 있는 것을 특징으

로 하는 유기 EL 구동 회로.

청구항 10.

제 9 항에 있어서,

상기 트랜지스터 셀은 상기 커런트 미러 회로의 입력측 트랜지스터 셀 및 상기 커런트 미러 회로의 복수의 출력측 트랜지

스터 셀로서 할당되며,

상기 복수의 출력측 트랜지스터 셀의 스위치 회로로 동작 가능한 상기 트랜지스터는, 디스플레이 데이터의 D/A 변환에 의

해 얻어진 아날로그 전류를 상기 출력측 트랜지스터의 총 출력으로서 생성하기 위해, 그 게이트에 공급된 상기 디스플레이

데이터의 1 비트에 응답하여 온/오프되는 것을 특징으로 하는 유기 EL 구동 회로.
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청구항 11.

제 10 항에 있어서,

상기 아날로그 전류는 유기 EL 디스플레이 패널의 단자핀에 공급되는 출력 전류이거나 상기 출력 전류가 생성되는 기초

전류인 것을 특징으로 하는 유기 EL 구동 회로.

청구항 12.

제 11 항에 있어서,

상기 트랜지스터 셀은 사각형 트랜지스터 배열 블록의 매트릭스에 배치된 트랜지스터 셀로부터 선택되는 것을 특징으로

하는 유기 EL 구동 회로.

청구항 13.

제 12 항에 있어서,

상기 사각형 트랜지스터 배열 블록은 패드 배열 방향의 패드 피치의 3n(n 은 양의 정수)배에 실질적으로 대응하는 패드 배

열 방향의 폭을 가지고,

4 개 이상의 상기 트랜지스터 셀이 상기 폭에 대해 배치되어 있고,

다수의 상기 트랜지스터 셀이 상기 패드 배열 방향에 수직인 방향으로 배치되며,

상기 트랜지스터 셀은, 상기 트랜지스터 배열 블록의 R, G, B 에 대한 상기 D/A 변환 회로가 상기 패드 배열 방향에 수직인

방향으로 IC 로서 연속적으로 형성되도록 선택되는 것을 특징으로 하는 유기 EL 구동 회로.

청구항 14.

커런트 미러 회로를 포함하는 D/A 변환 회로 및 상기 D/A 변환 회로에 의해 변환된 아날로그 전류나 상기 아날로그 전류

에 기초하여 생성된 구동 전류가 공급되는 단자핀을 갖는 유기 EL 디스플레이 패널을 구비한 유기 EL 디스플레이 장치에

있어서,

상기 커런트 미러 회로는 복수의 트랜지스터 셀을 포함하고,

상기 트랜지스터 셀 각각은 MOS 트랜지스터를 포함하며,

상기 MOS 트랜지스터의 게이트 영역은 평면상으로 볼 때 구부러진 스트라이프 구성을 가지거나, 혹은 상기 게이트 영역

에 있어서의 채널에서의 전류 흐름 방향이 평면상으로 볼 때 구부러진 스트라이프인 것을 특징으로 하는 유기 EL 디스플

레이 장치.

청구항 15.

제 14 항에 있어서,

등록특허 10-0694379

- 4 -



상기 트랜지스터 셀은 상기 MOS 트랜지스터와 스위치 회로로 동작 가능한 트랜지스터의 직렬 회로를 구비하는 것을 특징

으로 하는 유기 EL 디스플레이 장치.

청구항 16.

제 15 항에 있어서,

상기 MOS 트랜지스터는 사형 MOS 트랜지스터이고, 상기 스위치 회로로 동작 가능한 트랜지스터는 MOS 트랜지스터이

며, 상기 사형 MOS 트랜지스터와 상기 MOS 트랜지스터는 평면상으로 볼 때 사각형 영역 내에 형성되어 있는 것을 특징으

로 하는 유기 EL 디스플레이 장치.

청구항 17.

제 16 항에 있어서,

상기 트랜지스터 셀은 상기 커런트 미러 회로의 입력측 트랜지스터 셀 및 상기 커런트 미러 회로의 복수의 출력측 트랜지

스터 셀로서 할당되며,

상기 복수의 출력측 트랜지스터 셀의 스위치 회로로 동작 가능한 상기 트랜지스터는, 디스플레이 데이터의 D/A 변환에 의

해 얻어진 아날로그 전류를 상기 출력측 트랜지스터의 총 출력으로서 생성하기 위해, 그 게이트에 공급된 상기 디스플레이

데이터의 1 비트에 응답하여 온/오프되는 것을 특징으로 하는 유기 EL 디스플레이 장치.

청구항 18.

제 17 항에 있어서,

상기 트랜지스터 셀은 사각형 트랜지스터 배열 블록의 매트릭스에 배치된 트랜지스터 셀로부터 선택되는 것을 특징으로

하는 유기 EL 디스플레이 장치.

청구항 19.

제 18 항에 있어서,

상기 사각형 트랜지스터 배열 블록은 패드 배열 방향의 패드 피치의 3n(n 은 양의 정수)배에 실질적으로 대응하는 패드 배

열 방향의 폭을 가지고,

4 개 이상의 상기 트랜지스터 셀이 상기 폭에 대해 배치되어 있고,

다수의 상기 트랜지스터 셀이 상기 패드 배열 방향에 수직인 방향으로 배치되며,

상기 트랜지스터 셀은, 상기 트랜지스터 배열 블록의 R, G, B 에 대한 상기 D/A 변환 회로가 상기 패드 배열 방향에 수직인

방향으로 IC 로서 연속적으로 형성되도록 선택되는 것을 특징으로 하는 유기 EL 디스플레이 장치.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적
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발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 D/A 변환 회로, 유기 EL 구동 회로 및 유기 EL 디스플레이 장치에 관한 것이다. 특히, 본 발명은, 유기 EL 패널

의 컬럼핀에 대응하는 디스플레이 데이터를 D/A 변환함으로써 컬럼 방향의 구동 전류 또는 상기 구동 전류를 생성시키는

전류를 발생시키는 전류 구동 회로에 있어서, D/A 변환 회로의 변환 특성의 불균일성에 따른 디스플레이 스크린의 휘도 불

균일성을 억제할 수 있는 유기 EL 구동 회로 및 유기 EL 디스플레이 장치의 개선에 관한 것이다.

휴대용 TV 세트, PHS, DVD 플레이어, PDA(Portable Digital Assistance) 등에 사용되는 유기 EL 표시 장치의 유기 EL

디스플레이 패널로서 컬럼 라인에 대해 396(132×3) 개의 단자핀(컬럼핀)을 가지고 로우 라인에 대해 162 개의 단자핀을

가지는 것이 제안되어 있다. 컬럼 라인 및 로우 라인에 대한 단자핀의 수는 계속 증가하고 있다.

본 출원의 양수인의 일본 특개 2003-234655 호 공보 및 미국 특허 제 6,756,738 호도 그러한 D/A 변환 회로가 각각 설치

된 유기 EL 디스플레이 패널의 대응하는 컬럼핀에 대한 구동 회로를 개시하고 있다. 미국 특허 제 6,756,738 호에서, D/A

변환 회로는, 기준 전류에 따라 유기 EL 디스플레이 패널의 컬럼핀에 대응하여 디스플레이 데이터를 D/A 변환함으로써,

디스플레이 데이터 및 기준 전류에 응답하여 컬럼 방향의 구동 전류 또는 그 구동 전류를 유도하는 전류를 생성한다. 특히,

유기 EL 디스플레이 패널이 수동 매트릭스형인 경우, 용량성 부하 특성을 갖는 유기 EL 소자를 초기 충전하여 구동하기

위해 피크 전류가 생성된다.

도 6 은 유기 EL 디스플레이 패널의 구동 회로의 컬럼핀에 대응하여 설치되고 주로 MOSFET 으로 구성된 D/A 변환 회로

의 예를 나타내며, 이는 미국 특허 제 6,756,738 호의 도 1 에 대응한다.

전류 구동 회로의 D/A 변환 회로(11)는 소위 전류 스위칭 D/A 변환 회로이며 커런트 미러 회로로 구성된다. D/A 변환 회

로(11)는 입력 단자(11a)을 통해 정전류원(12)으로부터 기준 전류 Ip 가 입력되는 트랜지스터 TNa 및 레지스터(16)로부

터 디스플레이 데이터 D0 내지 Dn-1 이 공급되는 출력측 트랜지스터 TNb 내지 TNn-1 을 구비한다. D/A 변환 회로(11)

는 디스플레이 데이터와 기준 전류 Ip 를 승산한다. 피크 전류를 생성하기 위해, D/A 변환 회로(11)는 트랜지스터 TNa 에

병렬 접속된 N채널 MOS 트랜지스터 TNp 를 더 구비한다.

MOS 트랜지스터 TNp 의 게이트와 드레인은 입력 단자(11a)에 접속되어 있다. 트랜지스터 TNa 와 MOS 트랜지스터 TNp

의 소스는 저항 Ra 와 Rpa 및 스위치 회로 SWa 와 SWpa 를 통해 각각 접지되어 있다. 스위치 회로 SWa 및 SWpa 는 제어

회로(15)로부터의 펄스 신호 P 및 CONT 에 의해 온/오프 제어된다. 기준 전류 Ip 에 응답하여, D/A 변환 회로(11)는 스위

치 회로 SWa 와 SWpa 가 각각 온/오프될 때 피크 전류를 생성한다. 양 스위치 회로 SWa 및 SWpa 모두 온인 경우, D/A

변환 회로(11)는 기준 전류에 대응하는 정전류를 출력한다.

또한, 출력 트랜지스터 TNb 내지 TNm-1 의 하류에 설치된 저항 Rb 내지 Rn-1 은 커런트 미러 회로의 동작 전류를 균형

잡는 기능을 수행하며, 저항 Rb 내지 Rn-1 의 하류에 설치된 N채널 트랜지스터 TNb 내지 TNn-1 은 디스플레이 데이터

D0 내지 Dn-1 에 의해 온/오프 제어되는 스위칭 트랜지스터이다.

출력측 트랜지스터 TNb 내지 TNn-1 의 드레인은 D/A 변환 회로(11)의 출력 단자(11b)에 접속되어 있고, 입력측 트랜지

스터 TNa 의 게이트폭(채널폭)에 대해 트랜지스터 TNb 내지 TNn-1 의 게이트폭(채널폭)은, 예를 들면, 각 컬럼의 웨이

트 1, 2, 4, ‥‥, n 에 대응한다. 일반적으로, 각 컬럼의 웨이트에 대응하는 게이트폭(채널폭)은 트랜지스터 셀로서 형성된

복수의 단위 트랜지스터를 병렬 접속함으로써 형성된다.

출력단 전류원(13)은 구동 레벨 시프트 회로(13a)와 출력단 커런트 미러 회로(13b)로 구성된다.

구동 레벨 시프트 회로(13a)는 D/A 변환 회로(11)의 출력 전류를 출력단 커런트 미러 회로(13b)로 보내도록 동작하며, N

채널 MOS 트랜지스터 TNv 로 구성된다. 트랜지스터 TNv 는 바이어스 라인 Vb 에 접속된 게이트, 출력 단자(11b)에 접속

된 소스 및 출력단 커런트 미러 회로(13b)의 입력 단자(13c)에 접속된 드레인을 가지고 있다.

출력단 커런트 미러 회로(13b)는 P채널 MOS 트랜지스터 TPu 와 TPw 및 출력단 커런트 미러 회로를 구성하는 P채널

MOS 트랜지스터 TPx 와 TPy 를 포함한다. 구동 전류는 출력핀(9)을 통해 트랜지스터 TPy 의 드레인으로부터 유기 EL

소자(4)로 출력된다.
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이러한 전류 구동 회로는 기준 전류 Ip 에 따라 D/A 변환 회로에 의해 컬럼 방향의 구동 전류나 그 구동 전류의 기초가 되

는 전류를 생성한다. D/A 변환 회로는 다수의 트랜지스터 셀로 구성된다. 따라서, D/A 변환 회로의 D/A 변환 특성의 편차

는 컬럼핀의 출력 전류의 편차를 유발하고, 이는 디스플레이 스크린상의 휘도 편차와 휘도 불균일성을 발생시킨다.

이러한 휘도 불균일성과 편차는 기준 전류값을 조정하여도 흡수될 수 없기 때문에, D/A 변환 회로에는 변환된 전류값을 조

정하기 위한 레귤레이터 회로가 설치되어야 한다. 이러한 레귤레이터 회로는 각 컬럼핀 마다에 설치되어야 하기 때문에,

D/A 변환 회로의 회로 사이즈는 레귤레이터 회로의 수가 증가함에 따라 증가할 수 밖에 없으며, 이로 인해 하나의 IC 내에

전류 구동 회로를 형성하는 것이 어렵다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 다수의 트랜지스터 셀로 구성된 커런트 미러 회로를 각각 포함하는 복수의 D/A 변환 회로가 제공되는 경

우, D/A 변환 회로의 D/A 변환 특성의 편차에 따른 출력 전류의 편차를 줄일 수 있는 D/A 변환 회로를 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 복수의 트랜지스터 셀을 갖는 커런트 미러 회로를 포함하는 D/A 변환 회로를 이용하여 유기 EL 디

스플레이 패널의 디스플레이 스크린상의 휘도 불균일성과 휘도 편차를 줄일 수 있는 유기 EL 구동 회로를 제공하는 것이

다.

본 발명의 또 다른 목적은 유기 EL 디스플레이 패널의 디스플레이 스크린상의 휘도 불균일성과 휘도 편차를 줄일 수 있는

유기 EL 구동 회로를 포함하는 유기 EL 디스플레이 장치를 제공하는 것이다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 D/A 변환 회로, 유기 EL 구동 회로 및 유기 EL 디스플레이 장치는, D/A 변환

회로를 구성하는 커런트 미러 회로가 그 게이트 영역이 평면상으로 볼 때 구부러진 스트라이프(folded stripe) 구성을 가

지거나 그 채널에서의 전류 흐름 방향이 평면상으로 볼 때 구부러진 스트라이프인 MOS 트랜지스터를 각각 포함하는 복수

의 트랜지스터 셀을 구비한다는 점에 특징이 있다.

또한, MOS 트랜지스터를 이용하는 커런트 미러 회로의 소정 구동 전류 I 에 대한 출력측 전류의 편차 ΔI 는 다음의 식(1)

로 표현될 수 있다.

ΔI = I - 2ΔVth/(VGS - Vth) ‥‥(1)

여기서, VGS 는 MOS 트랜지스터의 게이트-소스 전압이고, Vth 는 MOS 트랜지스터의 문턱 전압이며, ΔVth 는 MOS 트

랜지스터의 설계 기준인 문턱 전압과 문턱 전압 Vth 간의 차이이다.

게이트-소스 전압과 문턱 전압 Vth 와의 차이 (VGS - Vth) 는 다음의 식(2) 로 표현될 수 있다.

VGS - Vth = {(2/μnCox)·(L/W)·ID}1/2 ‥‥(2)

여기서, μn 은 전자 이동도이고, Cox 는 게이트 산화막의 단위 면적당 용량이며, ID 는 드레인 전류이고, L 은 채널 길이이

며, W 는 채널폭이다.

상술한 바와 같이, 구동핀의 수는 높은 디스플레이 해상도의 요구에 따라 증가하는 경향에 있다. 구동핀의 수가 증가하면

전력 소모가 증가하기 때문에, 전력 소모를 줄일 필요가 있다. 전력 소모 절감을 달성하기 위해, D/A 변환 회로의 동작 소

스 전압을, 예를 들면, 3V 이하로 제한할 필요가 있다. 그러므로, 게이트-소스 전압 VGS 를 증가시키는 것은 불가능하다.

드레인 전류 ID 가 일정하다고 가정하면, 편차 ΔI 는 (VGS - Vth) 를 더 크게 함으로써 감소될 수 있다. (VGS - Vth) 를

증가시키기 위해, L/W 를 증가시킬 필요가 있다. 즉, L/W 의 역인 W/L 을 감소시킬 필요가 있다.
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본 발명에 따르면, D/A 변환 회로는, 구부러진 스트라이프 형태의 게이트 영역 또는 게이트 영역의 전류 흐름 방향이 평면

상으로 볼 때 구부러지거나 뒤짚힌 스트라이프형 채널을 각각 갖는 다수의 MOS 트랜지스터 셀로 구성된 커런트 미러 회

로로 구성된다. 따라서, 각각 큰 채널 길이 L 을 갖는 트랜지스터로 커런트 미러 회로를 구성하는 것이 가능하므로, W/L 을

줄일 수 있다.

또한, 트랜지스터 셀(단위 트랜지스터)의 구성은 사각형이 아니라 거의 정사각형으로 될 수 있다. 따라서, 인접한 트랜지스

터 셀들 간의 거리가 줄어들어 집적 효율이 개선될 수 있다. 또한, 이들 효과로, 트랜지스터들 사이의 거리가 감소된 커런

트 미러 회로를 구성하는 트랜지스터들을 배열하는 것이 가능하다. 결과적으로, 특성면에서 보면, 커런트 미러 회로를 구

성하는 트랜지스터들의 페어성을 개선할 수 있고, D/A 변환 회로의 출력 전류의 정밀도를 개선할 수 있다.

따라서, 본 발명에 따르면, 각각이 커런트 미러 회로를 이용하는 다수의 D/A 변환 회로를 포함하는 유기 EL 구동 회로는

D/A 변환 특성의 편차로 인한 D/A 변환 회로의 출력 전류 편차를 줄일 수 있다. 또한, 유기 EL 디스플레이 패널의 각 단자

핀에 제공되는 D/A 변환 회로를 갖는 유기 EL 구동 회로 및 그 유기 EL 구동 회로를 이용하는 유기 EL 디스플레이 장치에

따르면, D/A 변환 회로의 변환 특성 편차로 인한 디스플레이 스크린의 휘도 불균일성과 편차를 억제하는 것이 가능하다.

도 1 에서, 커런트 미러 회로를 구성하는 트랜지스터 셀(단위 트랜지스터 회로: 1)의 레이아웃(10)은 컬럼핀에 대응하여

설치된 D/A 변환 회로와 출력단 전류원이 형성되어 있는 유기 EL 구동 회로의 컬럼 구동 IC 의 영역에 대응한다.

도 1 에 나타낸 트랜지스터 셀(1)의 레이아웃(10)을 이용함으로써 도 6 에 나타낸 D/A 변환 회로(11)와 출력단 전류원

(13)을 포함하는 커런트 미러 회로를 구성하기 위해, 도 6 에 나타낸 D/A 변환 회로(11)는 도 5a 에서와 같이 저항 Ra 내

지 Rn-1 을 제거함으로써 도 1 에 나타낸 D/A 변환 회로(5)로 변경되어 있으며, 각 트랜지스터 셀(1)은, 도 5b 에 나타낸

바와 같이, 전류를 출력하는 N채널 MOS 트랜지스터 TN 과 스위치 회로를 형성하는 N채널 MOS 트랜지스터 Tr 의 직렬

회로로 구성된다. 또한, 트랜지스터 셀(1)의 트랜지스터 TN 으로서, 도 2a 및 도 2b 에 나타낸 바와 같이 평면상으로 볼 때

구부러진 스트라이프 모양의 채널을 갖는 사형(Serpentine) 타입 트랜지스터(21)가 사용된다.

도 5a 에 나타낸 D/A 변환 회로에서, 트랜지스터 셀(1)은 커런트 미러 회로의 각각의 2 개의 입력측 트랜지스터 및 다수의

출력측 트랜지스터로서 사용된다. 디스플레이 데이터 비트 중 하나는 출력측 트랜지스터 셀(1)의 트랜지스터 Tr 의 게이

트 G2 로 입력되고, 1 비트 데이터의 값에 따라 온/오프 제어된다. 2 개의 입력측 트랜지스터 셀(1)의 드레인은 D/A 변환

회로(5)의 입력 단자(5a)에 접속되고, 출력측 트랜지스터 셀(1)의 드레인은 D/A 변환 회로(5)의 출력 단자(5b)에 접속된

다. 디스플레이 데이터에 대응하고 D/A 변환 회로(5)에 의해 변환된 아날로그 전류는 출력 단자(5b)에서 생성된다. 트랜

지스터 TN 의 게이트 G1 는 입력 단자(5a)에 공통 접속된다. 각 트랜지스터 셀(1)의 소스 S(트랜지스터 Tr 의 소스 S)는

접지되어 있다.

도 1 의 레이아웃(10)에 나타낸 바와 같이, 복수의 트랜지스터 셀(1)은, 패드 배열 방향(로우 방향)에 수직인 길이 방향(컬

럼 방향)을 가지는 각각의 사각형 트랜지스터 배열 블록(3a)에 배치되어 있으며, 유기 EL 구동 회로의 각 컬럼핀에 접속되

어 있다.

각 트랜지스터 배열 블록(3a) 내의 트랜지스터 셀의 총 수는 252(42×6)이다. 트랜지스터 배열 블록(3a)은 3 개의 패드에

대응하는 피치로 패드 배열 방향(로우 방향)으로 반복적으로 형성된다. 각 트랜지스터 형성 블록(3a)에서, 트랜지스터 셀

(1)의 2 개의 로우는 각 패드에 대응한다. B, R, G 에 대한 커런트 미러 회로는, 3 패드 피치로, 트랜지스터 배열 블록(3a)

에서 선택된 트랜지스터 셀에 의해 일단위로 형성된다.

도 1 에 나타낸 레이아웃(10)에서, 커런트 미러 회로를 구성하는 D/A 변환 회로(5)는, 각각, R, G, B 에 대응하여 D/A 변

환 회로 5Bi, 5Ri, 5Gi 의 영역의 트랜지스터 셀(1)로 형성된다. 트랜지스터 셀(1)로 형성된 각각의 D/A 변환 회로 5Bi,

5Ri, 5Gi 는, 도 6 의 저항 Ra 와 Rpa 및 저항 Rb 내지 Rn-1 이 제거되어 입력측 트랜지스터 TNa 와 TNp 가 스위치 회로

SWa 와 SWpa 에 각각 직접 접속되고 상류의 출력측 트랜지스터 TNb 내지 TNn-1 이 각각 트랜지스터 Tra 내지 Trn-1

에 직접 접속되는 도 6 의 D/A 변환 회로(11)에 대응한다.

결과적으로,도 5b 에 나타낸 바와 같이, 커런트 미러 회로의 입력측 및 출력측 회로를, 단위 회로로서, 전류 출력용 N채널

MOS 트랜지스터 TN 과 트랜지스터 TN 의 드레인에 소스가 접속되어 있고 스위치 회로로 동작하는 N채널 MOS 트랜지

스터 Tr 의 직렬 회로로 구성하는 것이 가능하다.
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패드(2)측 트랜지스터 배열 블록(3a) 부분에서, 전류원 블록 4Bi, 4Ri, 4Gi 는 출력단 전류원(13)을 구성하는 커런트 미러

회로의 영역으로서 제공된다. B(파랑)에 대해 12(2×6) 개의 트랜지스터 셀을 포함하는 영역은 전류원 블록 4Bi 에 할당된

다. 전류원 블록 4Bi 에서, 커런트 미러 회로는 위쪽 배선층의 트랜지스터 셀 12 개 중 10 개로 구성된다. 전류원 블록 4Bi

에 형성된 커런트 미러 회로의 출력은 상층 배선 라인(9b)을 통해 패드 2Bi 로 접속된다. 전류원 블록 4Bi 에서, 남은 2 개

의 트랜지스터 셀은 여분의 트랜지스터 셀 또는 더미(Dummy) 트랜지스터 셀로 사용된다.

전류원 블록 4Bi 뒤에, R(빨강)에 대한 커런트 미러 회로가 형성되는 영역으로서 12(2×6) 개의 트랜지스터 셀을 포함하는

전류원 블록 4Ri 가 할당된다. 그 영역의 트랜지스터 셀 12 개 중 10 개는 위쪽 배선 라인(9r)을 통해 패드 2Ri 로 출력이

접속되는 커런트 미러 회로에 할당된다.

또한, 전류원 블록 4Ri 뒤에, G(초록)에 대한 커런트 미러 회로가 도시된 바와 같이 형성되어 있는 영역에는 12(2×6) 개의

트랜지스터 셀을 포함하는 전류원 블록 4Gi 가 할당된다. 그 영역의 트랜지스터 셀 12 개 중 10 개는 위쪽 배선 라인(9g)을

통해 패드 2Gi 로 출력이 접속되는 커런트 미러 회로에 할당된다.

전류원 블록 4Gi 뒤에, 커런트 미러형 D/A 변환 회로가 설치된, 72(12×6) 개의 트랜지스터 셀을 각각 포함하는 3 개의 블

록이 있다. 이들 블록은 B, R, G 에 각각 대응하며, 각각 D/A 변환 회로 블록 5Bi, 5Ri, 5Gi 로서 할당된다. D/A 변환 회로

각각은 70 개의 트랜지스터 셀을 포함하며, 남은 2 개의 트랜지스터 셀은 여분의 트랜지스터 셀 또는 더미 트랜지스터 셀

이다.

또한, 252 인 트랜지스터 셀(단위 트랜지스터)의 수는 단위 트랜지스터 영역의 실질적으로 2 배 또는 n 배인 영역을 가지

고 트랜지스터 셀 영역에 부분적으로 형성된 트랜지스터나 트랜지스터 셀을 커런트 미러 회로가 설치된 2 개 또는 n 개의

트랜지스터나 트랜지스터 셀로 환산함으로써 얻어진다. 반대로, 그 영역이 단위 트랜지스터 영역의 1/n(n 은 정수) 배인 2

개 또는 n 개의 트랜지스터나 트랜지스터 셀이 부분적으로 형성되는 경우, 252 라는 수는 모든 트랜지스터나 트랜지스터

셀을 커런트 미러 회로가 설치된 1 개로 환산함으로써 얻는다.

블록 5Bi 의 D/A 변환 회로의 출력 단자은 상측 배선 라인(8b)을 통해 블록 4Bi 의 전류원의 입력 단자에 접속된다. 마찬

가지로, 블록 5Ri 및 5Gi 의 D/A 변환 회로의 출력 단자은 배선 라인(8r 및 8g)을 통해 블록 4Ri 및 4Gi 의 전류원의 입력

단자에 각각 접속된다.

이러한 트랜지스터 배열 블록(3a)은 B, R, G 에 대하여 3 개의 패드마다에 제공된다.

또한, 패드 2Bi, 2Ri, 2Gi 에 대응하여 옆으로(로우 방향으로) 블록 4Bi, 4Ri, 4Gi 의 전류원을 배열하는 것이 가능하며, 블

록 5Bi, 5Ri, 5Gi 의 D/A 변환 회로를 수직으로(컬럼 방향으로) 순서대로 배열하는 것도 가능하다.

그런데, 도 6 에 나타낸 출력단 전류원(13)은 P채널 MOS 트랜지스터로 구성되어 있으며, D/A 변환 회로(11)는 N채널

MOS 트랜지스터로 구성되어 있다. 도 6 에 나타낸 배선 라인의 접속은, 블록 5Bi, 5Ri, 5Gi 의 D/A 변환 회로의 트랜지스

터 셀(1)이 N채널 MOS 트랜지스터러 형성되고 블록 4Bi, 4Ri, 4Gi 의 전류원의 트랜지스터 셀(1)이 P채널 MOS 트랜지스

터로 형성된 경우에 사용된다. 따라서, 그 등가 회로는 N채널 트랜지스터가 P채널 트랜지스터로 교체된 도 5b 의 회로이

다.

본 설명에서는, 각 전류원 블록의 트랜지스터 셀의 수가 D/A 변환 회로 블록의 그것보다 실질적으로 작기 때문에, 트랜지

스터 셀의 채널 타입은 구체적으로 언급하지 않는다. 그러나, 블록 4Bi, 4Ri, 4Gi 의 전류원과 블록 5Bi, 5Ri, 5Gi 의 D/A

변환 회로를 구성하는 트랜지스터 셀(1)이, 예를 들면, N채널 MOS 트랜지스터인 경우, 블록 5Bi, 5Ri, 5Gi 의 D/A 변환 회

로의 출력 단자 각각은, 블록 5Bi, 5Ri, 5Gi 의 D/A 변환 회로가 형성되어 있는 영역에서 분리된 영역에 형성된 P채널

MOS 트랜지스터로 구성되어 있는 커런트 미러 회로를 통해 블록 4Bi, 4Ri, 4Gi 각각의 전류원의 입력 단자에 접속된다.

이 경우, N채널 MOS 트랜지스터로 구성된 블록 4Bi, 4Ri, 4Gi 의 전류원은 도 6 에 나타낸 출력 전류원의 경우와는 달리

커런트 싱크 타입(Current Sink Type)으로 된다.

또한, 블록 4Bi, 4Ri, 4Gi 의 전류원을 구성하는 트랜지스터는 스위칭 동작을 수행하는 것들을 포함하지 않는다. 도 5b 의

등가 회로를 갖는 트랜지스터 셀(1)의 경우, 직렬 회로(20)의 MOS 트랜지스터 TN 이 사용된다. 즉, 스위칭 회로로 되는 N

채널 MOS 트랜지스터 Tr 은 트랜지스터 셀(1)이 전류를 출력하기 위한 트랜지스터를 실질적으로 포함하도록 온 상태로

설정된다.
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도 2 및 도 3 은 블록 5Bi, 5Ri, 5Gi 의 D/A 변환 회로 각각에 형성된 트랜지스터 셀(1)의 구조를 나타내며, 이는 도 5a 에

나타낸 D/A 변환 회로를 구성한다.

도 5b 에 나타낸 바와 같이, 블록 5Bi, 5Ri, 5Gi 의 각 D/A 변환 회로의 트랜지스터 셀(1)은 전류를 출력하는 트랜지스터

TN 과 스위치 회로로 동작하는 트랜지스터 Tr 의 직렬 회로(20)에 의해 형성된다. 따라서, 커런트 미러 회로의 출력측은

물론 입력측의 직렬 회로(20)도 단위 회로로 된다.

또한, 커런트 미러 회로의 입력측에서, 직렬 회로(20)의 트랜지스터 TN 의 드레인 D 는 기준 전류가 공급되는 입력 단자

(11a)에 접속되어 있고, 직렬 회로(20)의 트랜지스터 Tr 의 소스 S 는 접지되어 있다. 트랜지스터 Tr 의 게이트가 소정 바

이어스 전압 Vb 에 바이어스되어 있는 경우, 트랜지스터 Tr 은 스위치 회로가 아니라 도 5a 에 나타낸 가장 왼쪽의 트랜지

스터 셀(1)에 의해 도시된 바와 같은 저항 회로로 된다. 실제 회로에서, 도 5a 의 가장 왼쪽의 트랜지스터 셀(1)의 트랜지스

터 Tr 또는 도 6 의 스위치 회로 SWa 는 저항으로 대체된다.

상술한 바와 같이, 커런트 미러 회로의 출력 트랜지스터 TN 의 드레인은 출력 단자(5b)에 접속되어 있고, 트랜지스터 Tr

의 소스 S 는 접지되어 있다. 직렬 회로(20)로서 복수의 트랜지스터 셀이 출력 트랜지스터의 각 컬럼의 웨이트에 대응하여

병렬 접속된다.

도 2a 는 블록 5Bi, 5Ri, 5Gi 의 각 D/A 변환 회로에 대한 트랜지스터 셀(1)의 트랜지스터 TN 이 사형 타입 트랜지스터로

서 제공되는 경우의 트랜지스터 셀(1)의 평면도이다. 그러나, 블록 4Bi, 4Ri, 4Gi 의 전류원을 구성하는 트랜지스터 셀(1)

의 트랜지스터에 대해 사형 타입 트랜지스터를 항상 사용해야 하는 것은 아니다.

트랜지스터 TN 은 영역(21)에 형성되고, 트랜지스터 Tr 은 영역(22)에 형성된다. 참조번호 22s 는 트랜지스터 Tr 의 소스

영역을 나타내며, 참조번호 23, 22g 및 24 는 소스 접촉 영역, 트랜지스터 Tr 의 게이트 영역 및 그 게이트 접촉 영역을 각

각 나타낸다. 참조번호 22d 는 트랜지스터 TN 의 소스 영역임과 동시에 트랜지스터 Tr 의 드레인 영역인 영역을 나타낸

다.

참조번호 21g 및 25 는 트랜지스터 TN 의 게이트 영역과 그 게이트 접촉 영역을 각각 나타낸다. 평면상으로 볼 때 구부러

진 스트라이프 구성을 갖는 채널 형성 영역(26)에서, 게이트 영역(21g)의 게이트 전극 아래에 채널이 형성되므로, 소정 전

압이 게이트에 인가되는 경우에 평면상으로 볼 때 사형인 채널(반전층)이 채널 형성 영역(26) 바로 아래의 게이트 영역에

형성된다. 영역(26)을 둘러싸는 LOCOS(SiO2) 영역(26L)이 채널 분리를 위해 제공된다. 참조번호 21d 및 27 은 트랜지스

터 TN 의 드레인 영역과 그 드레인 접촉 영역을 각각 나타낸다.

도 2b 의 라인 A-A 을 따라 취한 단면으로 나타낸 바와 같이, 채널 형성 영역(26) 및 LOCOS 영역(26L)이 교대로 배열되

어 있어서, 게이트 영역에 형성된 채널이 채널 형성 영역(26) 내로 제한된다. 결과적으로, 구부러진 또는 사형 채널이 게이

트 영역에 형성될 수 있다. 따라서, 게이트 영역의 채널에서의 전류 흐름 방향은 트랜지스터 TN 의 W/L 을 줄일 수 있는

사형으로 된다.

도 3a 는 복수의 병렬로 배치된 U자형 사형 채널 형성 영역(261)과 U자형 사형 채널 형성 영역(261)의 양측에 설치된 직

선 스트라이프(262)를 포함하는 다른 채널 형성 영역(26)을 나타낸다. 즉, 채널 형성 영역(261)은 복수의 영역으로 분할되

는 도 2a 의 채널 형성 영역(26)에 대응한다.

게이트 영역(21g)의 외측에, 채널 전류를 끌어내기 위한 채널 접촉 영역(263)이 스트라이프(262)와 사형 채널 형성 영역

(261)의 말단 단자에 각각 제공된다. 채널 형성 영역(261 및 262)은 단일 사형 채널을 형성하기 위해 상측 접촉 영역 배선

층의 접촉 영역(264)을 통해 배선 라인(265)에 의하여 그 말단 단자을 접속함으로써 직렬 접속된다.

도 3b 는 도 3a 의 라인 B-B 를 따라 취한 단면이다. 채널 접촉 영역(263)이, N+ 랜드 영역(Land Region)으로서, 스트라

이프(262)와 사형 채널 형성 영역(261)의 말단 단자 바로 아래에 각각 형성된다.

도 4 는 복수의 스트라이프 채널 형성 영역(266)이 병렬로 설치된 또 다른 채널 형성 영역을 나타낸다. 채널 접촉 영역

(267 및 268)은 채널 형성 영역(266)의 반대 말단에 설치되어 배선 라인(269)을 통해 영역(266)을 직렬 접속시킨다. 따라

서, 게이트 영역에 형성된 채널에서의 전류 흐름은 평면상으로 볼 때 사형으로 된다.
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상술한 바와 같이, 도 5b 의 직렬 회로(20)는 하류에 트랜지스터 TN 을 포함하고 상류에 트랜지스터 Tr 을 포함하는 직렬

회로일 수 있다. 또한, 블록 5Bi, 5Ri, 5Gi 의 각 D/A 변환 회로의 영역에 커런트 미러 회로의 트랜지스터 TN 만을 트랜지

스터 셀(1)로서 설치하고, 다른 영역에 커런트 미러 회로의 트랜지스터 Tr 을 설치하는 것이 가능하다. 따라서, 트랜지스

터 셀(1)은 전류를 출력하는데 사용되는 사형 타입 MOS 트랜지스터 셀의 하나의 MOS 트랜지스터만 포함할 수 있다.

전류를 출력하는데 사용되는 트랜지스터 셀(1)의 MOS 트랜지스터 TN 은 실질적으로 사각형 게이트 영역을 가지며, 그 게

이트 영역에 형성된 채널의 전류 흐름 방향은 구부러지거나 사형으로 된다. 그러나, MOS 트랜지스터 TN 의 게이트 영역

을 평면상으로 볼 때 사형으로 형성함으로써 유사한 채널을 형성하는 것이 가능하다.

또한, 사형 타입 MOS 트랜지스터 셀이 D/A 변환 회로로서 커런트 미러 회로를 구성하는데 사용되었지만, 출력단 전류원

의 커런트 미러 회로의 단위 트랜지스터를 사형 MOS 트랜지스터 셀로 형성하는 것도 당연히 가능하다.

또한, 도 1 의 레이아웃(10)에서, D/A 변환 회로의 커런트 미러 회로를 구성하는 각 영역은 각각 2 개의 트랜지스터를 포

함하는 트랜지스터 셀로 구성된다. 그러나, 트랜지스터 셀(1)은 2 개 이상의 트랜지스터에 의해 일단위로 구성될 수 있다.

출력단 전류원의 트랜지스터 셀의 수는 D/A 변환 회로에 비해 작으며, 출력단 전류원의 커런트 미러 회로의 단위 트랜지스

터가 스위치 회로를 필요로 하지 않기 때문에, 단위 트랜지스터는 하나의 MOS 트랜지스터 TN 만 포함할 수 있다.

또한, 상술한 실시형태에 따르면, 트랜지스터 셀(1)이 N채널 MOS 트랜지스터로 구성되어 있지만, P채널 MOS 트랜지스

터로 구성될 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, 다수의 트랜지스터 셀로 구성된 커런트 미러 회로를 각각 포함하는 복수의 D/A 변환 회로가 제공되는

경우, D/A 변환 회로의 D/A 변환 특성의 편차에 따른 출력 전류의 편차를 줄일 수 있는 D/A 변환 회로를 제공하는 것 가능

하다. 또한, 유기 EL 디스플레이 패널의 디스플레이 스크린상의 휘도 불균일성과 휘도 편차를 줄일 수 있는 유기 EL 구동

회로를 포함하는 유기 EL 디스플레이 장치를 구현할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1 은 본 발명의 일 실시형태에 따른 전류 구동 회로의 커런트 미러형 D/A 변환 회로와 출력단 전류원의 커런트 미러 회

로를 구성하는 트랜지스터 셀의 레이아웃을 나타내는 도면.

도 2a 는 커런트 미러형 D/A 변환 회로의 트랜지스터 셀 중 하나에 대한 평면도.

도 2b 는 도 2a 의 라인 A-A 를 따라 취한 단면도.

도 3a 는 커런트 미러형 D/A 변환 회로의 트랜지스터 셀의 다른 평면도.

도 3b 는 도 3a 의 라인 B-B 를 따라 취한 단면도.

도 4 는 커런트 미러형 D/A 변환 회로의 트랜지스터 셀의 또 다른 평면도.

도 5a 는 커런트 미러형 D/A 변환 회로의 일 실시예의 회로도.

도 5b 는 트랜지스터 셀의 등가 회로.

도 6 은 유기 EL 디스플레이 패널의 구동 회로의 컬럼핀에 제공되는 D/A 변환 회로의 일 실시예의 회로도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1 : 단위 트랜지스터
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2 : 패드

3, 3a : 단위 트랜지스터의 배열 블록

4Bi, 4Ri, 4Gi : 전류 구동 회로

5Bi, 5Ri, 5Gi : D/A 변환 회로

6bi : 출력 단자

7bi : 입력 단자

8b, 8r, 8g, 9b, 9r, 9g : 배선 라인

10 : 트랜지스터 셀 회로의 레이아웃

21 : 트랜지스터 TN 이 형성된 영역

21g : 트랜지스터 TN 의 게이트 영역

21d : 트랜지스터 TN 의 드레인 영역

22 : 트랜지스터 Tr 이 형성된 영역

22g : 트랜지스터 Tr 의 게이트 영역

22s : 트랜지스터 Tr 의 소스 영역

22d : 트랜지스터 Tr 의 드레인 영역

23 : 소스 접촉 영역

24, 25 : 게이트 접촉 영역

26 : 채널 형성 영역

26L : LOCOS 영역

27 : 드레인 접촉 영역

도면
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도면1
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도면2a

도면2b
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도면3a

도면3b

등록특허 10-0694379

- 15 -



도면4

도면5a
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도면5b

도면6
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